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Επιλογή δφο από τα τζςςερα θζματα.  
Αξιολόγηςη των θεμάτων από τουσ φοιτητζσ που προςήλθαν ςτισ εξετάςεισ 

βαθμόσ δυςκολίασ θεμάτων 
  

διαθζςιμοσ χρόνοσ 
απαντήςεων 

ςυμβατότητα με τη 
διδαςκαλία 

πολφ δφςκολα δφςκολα μζτρια εφκολα κανονικόσ λίγοσ  αρκετόσ ναι όχι 

         

 

Θζμα 1ο  
α. Για τα κυκλϊματα του ςχιματοσ 1 να υπολογιςτοφν οι ςυντελεςτζσ κερμικισ 
ςτακεροποίθςθσ (SV, SI). Να βρεκεί ποιο από τα δφο κυκλϊματα επιτυγχάνει 
καλφτερθ ςτακεροποίθςθ τθσ τάςθσ VBE όταν μεταβάλλεται θ κερμοκραςία.  
β. Για το κφκλωμα με πόλωςθ με διαιρζτθ τάςθσ του ςχιματοσ 1 να περιγραφεί ο 
μθχανιςμόσ όπου τυχόν μεταβολζσ ςτο ρεφμα ςυλλζκτθ εξαιτίασ μεταβολϊν τθσ 
κερμοκραςίασ εξιςορροποφνται μζςω τθσ αντίςταςθσ RE.  
γ. Να περιγραφεί ο τρόποσ που το κφκλωμα του ςχιματοσ 2 επιτυγχάνει 
αντιςτάκμιςθ του ςθμείου λειτουργίασ.  
(Μονάδεσ: 2+2+2 = 6) 

 
Θζμα 2ο  
α. Στο κφκλωμα του ςχιματοσ 3 τo transistor λειτουργεί ςτθ μζςθ τθσ ευκείασ 
φόρτου και ζχει βdc=50. Η τάςθ VCC είναι 15V και το ρεφμα ςυλλζκτθ IC=3mA. H 
αντίςταςθ ςτον εκπομπό ζχει τιμι RE=500Ω. H ζξοδοσ του κυκλϊματοσ ςυνδζεται με 
αντίςταςθ φορτίου που ζχει τιμι RL=50Ω. Η αντίςταςθ πόλωςθσ τθσ βάςθσ 
R1=20kΩ. Να γίνει πλιρθσ dc ανάλυςθ (Να βρεκοφν τα RC, IB, IE, VCE, VTH, RTH, R2, VRC, 
VRE, VRTH).  



β. Να χαραχκεί θ dc και θ ac ευκεία φόρτου.  
(Μονάδεσ: 2+2 = 4) 

 
Θζμα 3ο  
α. Ποια εξαρτιματα του κυκλϊματοσ του ςχιματοσ 4 επθρεάηουν τθ ςυχνότθτα 
αποκοπισ υψθλϊν.  
β. Το ρεφμα ςυλλζκτθ για το κφκλωμα του ςχιματοσ 4 είναι IC=10mA και το 
transistor ζχει βDC=100. Οι χωρθτικότθτεσ C=10μF ενϊ οι κατανεμθμζνεσ 
χωρθτικότθτεσ των επαφϊν Β-Ε και B-C του transistor είναι Cπ=50pF και Cμ=6pF 
αντίςτοιχα. Με βάςθ τα ςτοιχεία του κυκλϊματοσ να βρεκεί θ ςυχνότθτα αποκοπισ 
υψθλϊν και θ ςυχνότθτα μοναδιαίου κζρδουσ ρεφματοσ. 
Δίνεται fcutoff=1/(2·π·rπ · (Cπ+Cμ)) και f(β=1)= βDC·fcutoff 
γ. Να ςχεδιαςτεί και να αναλυκεί θ καμπφλθ απόκριςθσ  
(Μονάδεσ: 2+2+2= 6) 

 
4. Για το κφκλωμα του ςχιματοσ 5 να βρεκεί θ ενίςχυςθ τάςθσ και θ ενίςχυςθ 
ρεφματοσ δεδομζνου ότι το transistor λειτουργεί ςτθ μζςθ τθσ ευκείασ φόρτου. 
(Μονάδεσ: 4) 
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